Modos mikrolustiniame lazeryje

Modes in microchip laser
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Mikrolustinio lazerio mody susidaryma nulemia
elektromagnetinio  pluosto  fazés ir amplitudés
moduliacija aktyviojoje terpéje [1,2]. Sio tipo modos
skiriasi nuo klasikinio rezonatoriaus [3]. Mody skirtumg
lemia mikrolustinio lazerio ploksti veidrodziai ir
amplitudiné moduliacija.

Elektrinio lauko pasiskirstyma A(r,6)
mikrolustiniame rezonatoriuje nagrinéjame kliaudamiesi
(1) lygtimi cilindrinéje koordinaty sistemoje:

2= —pA+idV,A+ia(A+ymA (D)

Lygtis (1) yra sunormuota j vieno 1ékio rezonatoriuje
trukme. Koeficientas p zZymi nuostolius, atsirandancius
rezonatoriuje per vieng lékj. | difrakcijos koeficiento
iSraiska d = % patenka rezonatoriaus ilgis L ir bangos
ilgis 4. Per vieng lékio trukme pluostas patiria fazine
ia(r) ir amplituding y(r) moduliacijas, kurios
priklauso tik nuo radialinés dalies.

Lygtyje (1) atskiriami kintamieji:
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Laikome, kad stiprinimo ir fazinés moduliacijos
profiliai yra cilindro formos:
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Sunormuojame radialing koordinatg j cilindro radiusa
&=r/R ir pazymime a? = R? W , B2 =R? )?—dp,
lygtis (4) tampa:
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barjero aukstj:

a? + 2 = ¢ (8)

Lygties (7) sprendiniai yra pirmos ir antros eilés
Beselio funkcijos (9). Funkcijos potencialinéje duobéje
turi biiti baigtinés, o uz duobés artéti 0, kai {— oo.
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Koeficientai a,, ir f,, randami i§ transcendentinés
lygties:
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Potencialinis  barjeras { =R 7" - l;" yra

kompleksinis. Jo faz¢ lemia realus ir teigiamas G, bei
realus, bet nebitinai teigiamas A,.

Jeigu fazinés moduliacijos (termolesio) néra, A, =
0, tada arg({) = —m/4. Siuo atveju tik amplitudine
moduliacija ir difrakcija lemia pluosto formavimasi.
Didinant potencialinj barjera |[{| , formuojasi vis
aukstesnés eilés modos, kuriy biisenos atvaizduotos 1 pav.
Mody eile zymi parametrai m ir n, atsirandantys i$ lygties
(3) bei Beselio funkcijos minimumy lygtyje (10).
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1 pav. Mody atsiradimas ir jy biisenos kitimas, didinant

potencialinj barjera |{|

Reiksminiai ZodzZiai: mikrolustinis lazeris, modos,
termolesis, amplitudiné moduliacija.
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